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碳纳米管阴极微波管的电子束聚束系统设计

赵红平　 雷　威　 张晓兵　 顾　伟　 李晓华

（东南大学电子工程系，南京 ２１００９６）

摘要：为了控制碳纳米管阴极发射电子束的形状，设计了４种电子通道来控制电子束轨迹．在设计
结构中，其基本结构是一倒置的内壁涂有绝缘材料的漏斗状通道．当初始电子碰撞绝缘壁时，会产
生二次电子，而二次电子能改善电子在通道出口处的电子能量分布的均匀性．通过分析和比较电子
在通道出口处的状态，得到了一种理想的通道结构．在该结构中，电子在通道出口处的分布更加均
匀，电子束的束径较小．而且通过在慢波线外部加磁场的方法来控制电子束在慢波线中的扩散，所
加的磁场越大，电子在慢波线中的通过率则越大．通过分析４种不同的结构，在所得到的一种理想
的通道结构中，需要较小的磁场就能使得电子在慢波线中的通过率较高．
关键词：碳纳米管；电子通道；横向电子速度
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